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希土類元素を添加した希薄磁性半導体の研究が進み，その中でもDyのイオンのDy3+は，ラン

タノイドの中で最も大きな磁気モーメントをもち，その値は10.6Bである(B はボーア磁子)．半

導体中にDyを添加することでキャリア誘起の強磁性が期待される．本研究では，ゾルゲル法に

より，Dyを添加した酸化インジウムスズ(Dy-ITO)薄膜の作製を試みた．ゾルゲル法を用いるこ

とができれば，印刷法を併用したプリンテッドエレクトロニクスの手法によって，希薄磁性半導

体薄膜の任意パターン形成が可能になると期待される．今回我々は，Dy濃度の異なるDy-ITO薄

膜を作製し，電気特性や磁気抵抗を調べたので報告する．原料として，脂肪酸インジウム，オク

チル酸スズ，アセチルアセトンジスプロシウムを用いた．これらをトルエンに溶かした後，ジエ

タノールアミンを加え，120℃で1時間加熱し，ガラス基板上にスピンコートして500℃で2時間ア

ニールした．我々はキャリア誘起強磁性の実現のため

に、Dyの添加量が0%，1%，4%を有するDy-ITO薄膜を

作製し，試料ごとに測定を行った．図に4%のDyおよび

8%のSnを有するDy-ITO薄膜の，垂直磁場（B）における

磁気抵抗（MR）の温度（T）依存性を示す．10K以上の

高温域では負の磁気抵抗が観測され，負の磁気抵抗が低

温ほど大きくなった．しかし，5.5 K以下から磁気抵抗の

変化率の増加が見られ，4.7 Kでは弱磁場の領域で正の磁

気抵抗が観測された．これは電子のスピン散乱に起因す

る弱反局在効果を想起させる．しかしながら，零磁場で

の電気抵抗の温度依存性を調べると，Efros-Shuklovskii型

のT -1/2の可変領域ホッピング伝導による抵抗率の増加

が観測された．当日は，これらのDy濃度依存性につい

て講演で議論する． 

Fig.  T dependence of MR Dy-ITO 

thin film with Dy 4% and Sn 8% 
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